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问题 1. 关于政府补助 

发行人未能将与科研任务相关的政府补助计入经常性损益提供充分的依据。

请发行人进一步说明：（1）公司获得科研任务相关的政府补助，是否与企业经

营活动的产量或销量相关，是否按照一定标准定额或定量持续享受，计入经常

性损益是否符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益（2008）》的规定；（2）公司科研项目所得研究成果的技术可行性、市场

价值及相关知识产权成果的归属。 

请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 

回复： 

发行人说明： 

一、公司获得科研任务相关的政府补助，是否与企业经营活动的产量或销

量相关，是否按照一定标准定额或定量持续享受，计入经常性损益是否符合

《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》

的规定 

（一）是否与企业经营活动的产量或销量相关 

公司从事高端半导体设备的研发及生产，按项目获得的科研相关政府补助

并投入配套自筹资金进行相关产品的研究与开发活动，该等政府补助与公司经

营活动中的实际产量、销量不存在直接相关性。 

（二）是否按照一定标准定额或定量持续享受 

报告期内，公司科研任务相关的政府补助预算总额满足确定金额的要求，

具体补助项目也明确了确定金额，并在下拨补助时严格按此预算执行，与正常

经营业务密切相关，按照一定标准定额持续享受。 

公司所承担的国家或地方重大科研项目，须经政府相关部门确定项目的具

体技术指标、产品开发路线和技术方案、时间表、人力资源计划、材料和设备

购买计划和预算、中央和（或）地方财政各年度研发经费和自筹研发经费等，

科研项目政府补助具有较高的确定性。在承担重大科研任务时，政府和公司根

据核定项目整体预算约定各自承担相关的费用，各项目的政府补助金额以及下
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拨时间段在项目立项时已有明确预算约定，并在之后均按照预算确定金额发放。

同时，在科研任务书中，对于参与科研项目人员、每年需完成的科研成果也进

行了明确的约定。 

公司自 2009 年 1 月开始首次承担国家级刻蚀设备类科研项目，自 2010 年 8

月开始首次承担 MOCVD 设备类科研项目。公司自首次承担前述科研项目以来，

从未中断承担刻蚀设备、MOCVD 设备的相关科研项目。 

公司所承担的科研项目是在国家重点科研项目的组成部分，项目具有技术

上前后承接、总体时间跨度长的特点。在此过程中，公司享受政府科研补助的

研发和产品开发各项目具有如下特点： 

① 总体投入金额和补助金额基于政府核定的预算，财政资金按预算分年度

拨付； 

② 承担多个相互关联的系列项目具有阶梯性、连续性； 

③ 系列项目跨越多年具有长期性、持续性。 

对于所承担国家科研项目，从每个项目立项开始，公司就与政府部门签订

关于该研发项目的任务合同书及预算书，约定了项目目标及研发预算，该研发

预算对于企业自筹资金以及政府专项补助资金的具体金额及具体支出用途进行

了明确的划定，其中对于政府专项补助资金，约定了确定的补助金额以及这些

补助未来的具体可支出的科目和方向。在研发项目执行的过程中，相关政府补

助金额按照项目任务合同书和预算书的约定分批拨付给公司。 

因此，公司认为所承担的各个科研项目，自项目立项初期所能获得的政府

补助是定额的，各个项目之间具有相互承接、连续的特征；但鉴于国家或地方

重大科研项目立项与预算等环节具有特殊性，对前述条件的估计仍存在一定的

不确定性。 

（三）计入经常性损益是否符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公

告第 1 号——非经常性损益（2008）》的规定 

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益

（2008）》：“二、非经常性损益通常包括以下项目：（三）计入当期损益的政府
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补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定

额或定量持续享受的政府补助除外”。 

公司在前三轮问询中已对科研项目相关的政府补助与公司正常经营业务密

切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受等逐项严格进

行了比对分析，结合本轮问询中关于与企业经营活动的产量或销量的相关性，

对前三轮回复“按照一定标准定额或定量持续享受”进行了进一步复核分析，鉴

于国家或地方重大科研项目立项与预算等环节具有特殊性，对前述条件的估计

仍存在一定的不确定性，且该等政府补助与公司经营活动中的实际产量、销量

不存在直接相关性，公司经过审慎判断，将报告期内科研任务相关的政府补助

修订计入非经常性损益，并对前三轮问询回复和招股说明书及其他申请文件的

相关内容进行相应修订。 

根据修订后的非经常性损益明细表，发行人已在招股说明书“第二节  概

览”、“第四节  风险因素”、“第八节 财务会计信息与管理层分析”等相关章节

作出相应修订。修订的主要财务指标如下： 

项目 2018年度 2017年度 2016年度 

扣除非经常性损益后归属于母公司

所有者的净利润（万元） 
10,428.31 -6,943.72 -23,309.44 

按照扣除非经常性损益后归属于普

通股股东的净利润计算的加权平均

净资产收益率（%） 

8.58 不适用 不适用 

按照扣除非经常性损益后归属于普

通股股东的净利润计算的基本每股

收益 

0.23 不适用 不适用 

按照扣除非经常性损益后归属于普

通股股东的净利润计算的稀释每股

收益 

0.23 不适用 不适用 

 

二、公司科研项目所得研究成果的技术可行性、市场价值及相关知识产权

成果的归属 

公司自 2009 年来连续承担四期等离子体介质刻蚀设备国家重大科研项目，

包括“65-45nm 介质刻蚀机研发与产业化”、“32-22nm 介质刻蚀机研发与产业化”、

“22-14 纳米介质刻蚀机开发及关键零部件国产化”及“14-7 纳米介质刻蚀机研发

及产业化”等；公司自 2014 年来连续承担上海市级科研任务，包括“高端 MEMS
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等离子体刻蚀设备的研发和产业化”、“国产化加热系统在 MOCVD 上的推广应

用”等。 

上述公司的科研项目均具备明确的技术可行性，主要原因如下： 

1、公司承担的国家或地方重大科研项目须经国家重大科技专项或上海市政

府专家组的详细论证和项目管理部门严格审核评定后方可以立项，立项评定均

围绕项目必要性、技术可行性、风险性、产业化目标等多角度来开展； 

2、前述各项国家或地方重大科研项目在项目完成后，须经专家组考核验收

才能结题，考核验收也是围绕项目必要性、技术可行性、风险性、产业化目标

等多角度来开展。中微公司科研项目产业化的重要特点是项目瞄准了当时的国

际先进水平，实现了设备国产化，填补了国内空白。截至目前，公司承担的各

项科研项目经考核验收均确认项目成功完成，均形成了产业化成果，产生较高

的市场价值； 

3、前述科研项目所得研究成果促进了刻蚀设备等高端专用设备的境外销售，

也有力地佐证了该等科研项目的技术可行性。 

上述国家或地方重大科研项目市场价值巨大，不仅仅是因为这些科研项目

填补了国内空白，更重要的是该等科研项目面向高端设备市场和产业化实际应

用，科研项目所得研究成果最终能够实现产业化和海内外市场销售，设备产品

满足国内市场的需求、实现了进口替代，实现了经济效益与社会效益的统一。 

根据国家科技重大专项知识产权相关规定及相关科研任务合同书，作为前

述项目的执行单位，上述国家或地方重大科研项目的知识产权成果均属于公司。 

申报会计师核查并发表明确意见： 

申报会计师的核查情况 

1、访谈发行人主要管理层，了解科研任务相关的政府补助申请及使用的相

关情况； 

2、获取并核查了发行人获得政府补助的清单，核查了发行人获取政府补助

的支持性文件，包括合同书、补助预算、入账水单、实施过程变更调整申请及

批复等相关资料； 
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3、从与企业经营活动的产量或销量相关性角度，结合是否根据产量或销量

一定标准定额或定量持续享受，分析了发行人将政府补助计入经常性损益是否

符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益[2008]》

的规定； 

4、核查政府补助的会计处理是否符合《企业会计准则》的要求。 

经核查，申报会计师认为： 

发行人上述说明以及补充披露与审计申报财务报表及问询回复过程中审核

的会计资料及了解的情况相一致，相关会计处理符合企业会计准则的相关要求。 
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关于第四轮问询函问题 1 对前三轮问询函回复的修订说明 

第一轮问询问题 43 

修订说明： 

发行人在回复第四轮问询时，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息

披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》等相关法律法规的规定，

结合本轮问询中关于科研项目相关政府补助与企业经营活动的产量或销量的相

关性，对前三轮回复“按照一定标准定额或定量持续享受”进行了进一步复核分

析，鉴于国家或地方重大科研项目立项与预算等环节具有特殊性，对前述条件

的估计仍存在一定的不确定性，且该等政府补助与公司经营活动中的实际产量、

销量不存在直接相关性，公司经过审慎判断，将报告期内科研任务相关的政府

补助修订计入非经常性损益，由此作出相应修订。 

发行人说明： 

43.1 报告期内公司相关政府补助的具体来源、补助内容及金额； 

1、原表述 

报告期内，公司计入当期损益的政府补助合计金额分别为 11,589.26 万元、

11,687.56 万元和 16,982.95 万元，公司政府补助的主要构成为科研项目相关政

府补助以及国家或地方政府的其他补助，其中科研项目相关政府补助主要系公

司承担国家重大科技专项、地方专项等科研项目，主要补助内容为公司围绕刻

蚀设备、MOCVD 设备等主营业务的相关技术承担科研任务，国家或地方政府

的其他补助系国家级、地市级财政补贴与扶持等政府补助。具体构成如下： 

单位：万元 

项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度 

科研项目相关政府补助 9,338.34 11,211.82 11,190.23 

南昌高新开发区补贴 6,915.00 - - 

国家财政补贴与扶持 300.00 180.00 161.40 

地市级财政补贴与扶持 190.92 - 50.00 

专利资助费 177.23 132.97 151.62 

科技发展基金 34.98 73.86 0.00 

外贸专项收入 - 41.75 29.00 
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其他 26.49 47.16 7.00 

合计 16,982.95 11,687.56 11,589.26 

注：上表科研项目相关政府补助系计入经常性损益的科研项目相关政府补助。 

2、修改后表述 

将表格中的注解予以删除。 

43.3 相关补助未被计入非经常性损益的具体原因； 

1、原表述 

报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额中计入经常性损益与非经常

性损益的政府补助金额如下： 

单位：万元 

计入当期损益的政府补助 2018 年度 2017 年度 2016 年度 

计入经常性损益 16,253.34 11,211.82 11,190.23 

计入非经常性损益 729.62 475.73 399.02  

合计 16,982.95 11,687.56 11,589.26 

注：2016 年计入非经常性损益政府补助金额中 12.33 万元系中微国际合并日之前收到的政

府补助，该部分政府补助金额在非经常性损益明细表中计入同一控制下企业合并产生的子

公司期初至合并日的净损失中。 

公司政府补助中计入经常性损益的政府补助系科研项目相关政府补助与南

昌高新开发区补贴。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息

披露解释性公告第 1 号——非经常性损益[2008]》的规定，非经常性损益是指与

公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特

殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项

交易和事项产生的损益。 

（一）计入经常性损益的政府补助与公司主营业务的相关性 

公司生产的微观加工高端装备主要用于半导体产品的制造，属于高端半导

体设备。 

公司计入经常性损益的政府补助均与公司主营业务相关。报告期内，科研

项目相关政府补助方面，公司承担了多项与公司刻蚀技术、MOCVD 技术等核
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心技术相关的科研项目，科研内容主要为刻蚀设备研发、MOCVD 设备研发等，

公司按科研项目进展过程中相关支出的产生进度确认收益相关政府补助，随相

应资产折旧摊销，确认计入当期损益的资产相关政府补助。 

（二）计入经常性损益政府补助的可持续性 

公司主营业务受到国家政策的持续支持。公司刻蚀设备所处的集成电路产

业作为电子信息产业的基础和核心，国务院及相关部委陆续发布一系列鼓励扶

持政策，以支持产业的发展，先后颁布了《国务院关于印发进一步鼓励软件产

业和集成电路产业发展若干政策的通知》、《国家集成电路产业发展推进纲要》

等政策；公司 MOCVD 设备作为 LED 芯片、功率器件等产品制造最为关键的专

用设备，对节能减排和经济结构转型具有重要意义，国家陆续出台了《国务院

关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《关于印发半导体照明节能产业

规划的通知》等鼓励政策。此外，从“十一五”以来，国家通过科技重大专项的

方式，从产业长远发展的角度，布局了包括材料、设备、制造、封装等环节的

相关项目。 

公司自 2009 年 1 月开始首次承担国家级刻蚀设备类科研项目，自 2010 年 8

月开始首次承担 MOCVD 设备类科研项目，随后陆续承担相关的科研项目。科

研周期上，公司自首次承担前述科研项目以来，每年均承担刻蚀设备、

MOCVD 设备等的相关科研项目。 

（三）公司的自主创新研发能力为持续承接科研课题提供保障 

半导体制造对设备的可靠性、稳定性和一致性提出了极高的要求，半导体

设备行业技术门槛较高。公司具有一支技术精湛、勇于创新、专业互补的国际

化人才研发队伍，形成了良好的企业创新文化，为公司持续创新和研发提供后

备力量。公司始终保持大额的研发投入和较高的研发投入占比，最近三年累计

研发投入达到 10.37 亿元，占营业收入的比重平均为 32%。 

公司积累了深厚的技术储备和丰富的研发经验，这一优势保证了公司产品

和服务的不断进步。公司拥有多项自主知识产权和核心技术，截至 2019 年 2 月

28 日，公司已申请 1,201 项专利，已获授权专利 951 项，其中发明专利 800 项。
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公司先后承担了五个国家科技发展重大专项研发项目，已顺利完成四个等离子

体刻蚀机的开发和产业化项目。 

综上，公司计入经常性损益的政府补助与公司主营业务相关且具有持续性，

且公司具备继续承担科研课题及实现业务收入的能力，根据《公开发行证券的

公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益[2008]》的规定确认为经常性

损益。 

2、修改后表述 

报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额中计入经常性损益与非经常

性损益的政府补助金额如下： 

单位：万元 

计入当期损益的政府补助 2018 年度 2017 年度 2016 年度 

计入经常性损益 6,915.00 - - 

计入非经常性损益 10,067.96 11,687.56 11,589.26 

合计 16,982.95 11,687.56 11,589.26 

注：2016 年计入非经常性损益政府补助金额中包括 12.33 万元系中微国际合并日之前收到

的政府补助，该部分政府补助金额在非经常性损益明细表中计入同一控制下企业合并产生

的子公司期初至合并日的净损失中。 

公司政府补助中计入经常性损益的政府补助系南昌高新开发区补贴。鉴于

科研任务相关的政府补助已被调整计入非经常性损益，未被计入非经常性损益

的具体原因分析均相应的予以删除。 

43.5 报告期内研发支出资本化、政府补助金额、相关投资收益（包括理财

收益）对公司盈利具体影响。 

1、原表述 

（二）政府补助金额对公司盈利的具体影响 

报告期内，公司政府补助金额对公司盈利影响较大，主要系公司承担了重

大专项多项课题及地方多项课题，公司较强的自主创新研发能力保障了承担科

研课题的能力。公司计入经常性损益的政府补助与公司主营业务的相关性较高，

并具有可持续性。 
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2、修改后表述 

报告期内，公司政府补助金额对公司盈利影响较大，主要系公司承担了重

大专项多项课题及地方多项课题，公司较强的自主创新研发能力保障了承担科

研课题的能力。公司计入科研任务相关的政府补助与公司主营业务的相关性较

高，并具有一定的可持续性。 

申报会计师核查意见 

1、原表述 

经核查，申报会计师认为： 

发行人政府补助的会计处理在所有重大方面符合《企业会计准则》的要求，

对政府补助是资产相关还是与收益相关处理的判断较为准确。相关补助未被计

入非经常性损益的具体原因与申报会计师的了解相一致。发行人对政府补助不

存在重大依赖。报告期内研发支出资本化、政府补助金额对公司盈利影响较大，

相关投资收益（包括理财收益）对公司盈利影响较小。 

2、修改后表述 

经核查，申报会计师认为： 

发行人政府补助的会计处理在所有重大方面符合《企业会计准则》的要求，

对政府补助是资产相关还是与收益相关处理的判断较为准确。 

公司经审慎判断后将该等科研任务相关的政府补助调整计入非经常性损益

是合理的。 

发行人对政府补助不存在重大依赖。报告期内研发支出资本化、政府补助

金额对公司盈利影响较大，相关投资收益（包括理财收益）对公司盈利影响较

小。 
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第二轮问询问题 3 

修订说明： 

发行人在回复第四轮问询时，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息

披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》等相关法律法规的规定，

结合本轮问询中关于科研项目相关政府补助与企业经营活动的产量或销量的相

关性，对前三轮回复“按照一定标准定额或定量持续享受”进行了进一步复核分

析，鉴于国家或地方重大科研项目立项与预算等环节具有特殊性，对前述条件

的估计仍存在一定的不确定性，且该等政府补助与公司经营活动中的实际产量、

销量不存在直接相关性，公司经过审慎判断，将报告期内科研任务相关的政府

补助修订计入非经常性损益，由此作出相应修订。 

发行人说明： 

3.1 结合政府补助项目的补助主体、具体内容及对公司生产经营的影响，说

明相关政府补助是否与公司正常经营业务密切相关，是否符合国家政策规定、

按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助，公司将其计入经常性损益是否

符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益

[2008]》的规定； 

1、原表述 

于报告期内，公司计入损益的政府补助金额如下： 

单位：万元 

计入损益的项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度 

计入经常性损益 16,253.34 11,211.82 11,190.23 

计入非经常性损益 729.62 475.73 399.02 

合计 16,982.95 11,687.56 11,589.26 

其中，公司计入经常性损益的政府补助均与公司主营业务相关。报告期内，

公司计入经常性损益的政府补助金额分别为 11,190.23 万元、11,211.82 万元及

16,253.34 万元，系科研项目相关政府补助与南昌高新开发区补贴。具体金额如

下。报告期内，关于公司承担国家科研项目及其相关政府补助的具体内容和南

昌高新开发区补贴的具体内容已申请豁免披露。 



 

8-2-13 

 

单位：万元 

项目 2018 年 2017 年 2016 年 

刻蚀设备相关的科研项

目 
8,651.04 10,758.65 10,741.43 

MOCVD 设备相关的科

研项目 
687.30 453.17 448.80 

南昌高新开发区补贴 6,915.00 - - 

合计 16,253.34 11,211.82 11,190.23 

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益

（2008）》：“二、非经常性损益通常包括以下项目：（三）计入当期损益的政府

补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定

额或定量持续享受的政府补助除外”。公司计入经常性损益的政府补助主要分为

科研项目相关的政府补助以及南昌高新开发区补贴。 

对于科研项目相关的政府补助符合计入经常性损益的相关分析如下： 

（一）相关政府补助与公司正常经营业务密切相关 

中微公司主要从事高端半导体设备的研发、生产和销售，通过向全球领先

的集成电路和 LED 芯片制造商提供极具竞争力的高端设备和高质量服务，为全

球半导体制造商及其他高科技新兴产业公司提供加工设备和工艺技术解决方案。

公司所处的半导体专用设备行业属于技术密集型行业，电子产品技术发展速度

较为迅速，半导体设备需配合快速更新换代，因此，新产品新工艺的研发是公

司日常经营活动的重要组成部分，通过研发所获得的新技术也进一步提升了公

司产品的生产能力和市场竞争力。 

公司所从事的研发工作包括了所承担的一系列国家及地方科研项目，这些

科研项目均系围绕刻蚀设备、MOCVD 设备等主营业务而开展。在此过程中，

公司享有政府为这些科研项目的开展所拨付的补助。因此，该科研项目相关政

府补助与公司正常经营业务密切相关。 

（二）相关政府补助符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享

受的政府补助 

1、相关政府补助符合国家政策规定 



 

8-2-14 

 

公司刻蚀设备所处的集成电路产业是电子信息产业的基础和核心，近些年

来，国务院及相关部委陆续发布一系列鼓励扶持政策，以支持产业的发展，先

后颁布了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策

的通知》、《国家集成电路产业发展推进纲要》等政策；公司 MOCVD 设备作为

LED 芯片、功率器件等产品制造最为关键的专用设备，对节能减排具有重要意

义，国家陆续出台了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、

《关于印发半导体照明节能产业规划的通知》等鼓励政策。此外，从“十一五”

以来，国家通过科技重大专项的方式，从产业长远发展的角度，布局了包括材

料、设备、制造、封装等环节的相关项目。 

在国家宏观政策大力支持的背景下，公司承担了一系列国家及地方科研项

目，其中包括了国家科技重大专项及其子项目。公司承担这些国家及地方科研

项目并配套大量自筹资金是基于这些项目和公司正常经营过程中必需发生的研

发和产品开发计划之间具有很高的契合度，获取相关的国家和地方科研补助并

进行研发和产品开发是报告期内公司作为高端半导体设备企业正常经营活动的

重要组成部分。 

综上所述，报告期内公司科研项目的政府科研补助符合《公开发行证券的

公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》中关于符合国家政

策的相关规定。 

2、相关补助系按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 

公司自 2009 年 1 月开始首次承担国家级刻蚀设备类科研项目，自 2010 年 8

月开始首次承担 MOCVD 设备类科研项目。公司自首次承担前述科研项目以来，

从未中断承担刻蚀设备、MOCVD 设备的相关科研项目。 

公司所承担的科研项目是在国家重点科研项目的组成部分，具有子项目技

术上前后承接、总体时间跨度长的特点。在此过程中，公司享受政府科研补助

的研发和产品开发各项目具有如下特点： 

1）总体投入金额和补助金额基于政府核定的预算，财政资金按预算分年度

拨付； 

2）承担多个相互关联的系列项目具有阶梯性、连续性； 
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3）系列项目跨越多年具有长期性、持续性。 

对于所承担国家科研项目，从每个项目立项开始，公司就与政府部门签订

关于该研发项目的任务合同书并约定了项目研发预算，该研发预算对于企业自

筹资金以及政府专项补助资金的具体金额及具体支出用途进行了明确的划定，

其中对于政府专项补助资金，约定了确定的补助金额以及这些补助未来的具体

可支出的科目和方向。在研发项目执行的过程中，相关政府补助金额按照项目

任务合同书的约定分批拨付给公司。 

（三）公司的自主创新研发能力为持续承接科研课题提供保障 

半导体制造对设备的可靠性、稳定性和一致性提出了极高的要求，半导体

设备行业技术门槛较高。公司具有一支技术精湛、勇于创新、专业互补的国际

化人才研发队伍，形成了良好的企业创新文化，为公司持续创新和研发提供后

备力量。公司始终保持大额的研发投入，最近三年累计研发投入达到 10.37 亿

元，占营业收入的比重平均为 32%。 

在多年的发展过程中，公司积累了深厚的技术储备和丰富的研发经验，这

一优势保证了公司产品和服务的不断进步。公司拥有多项自主知识产权和核心

技术，截至 2019 年 2 月 28 日，公司已申请 1,201 项专利，已获授权专利 951 项，

其中发明专利 800 项。公司所具有的自主创新研发能力为之后持续、长期承接

国家科研课题提供人才、技术保障。 

2、修改后表述 

于报告期内，公司计入损益的政府补助金额如下： 

单位：万元 

计入当期损益的政府补助 2018 年度 2017 年度 2016 年度 

计入经常性损益 6,915.00 - - 

计入非经常性损益 10,067.96 11,687.56 11,589.26 

合计 16,982.95 11,687.56 11,589.26 

其中，公司计入经常性损益的政府补助均与公司主营业务相关。报告期内，

公司计入经常性损益的政府补助金额分别为 0 元、0 元及 6,915.00 万元，系南

昌高新开发区补贴。具体金额如下： 
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单位：万元 

项目 2018 年 2017 年 2016 年 

南昌高新开发区补贴 6,915.00 - - 

合计 6,915.00 - - 

报告期内，关于公司承担国家科研项目及其相关政府补助的具体内容和南

昌高新开发区补贴的具体内容已申请豁免披露。 

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益

（2008）》：“二、非经常性损益通常包括以下项目：（三）计入当期损益的政府

补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定

额或定量持续享受的政府补助除外”。公司计入经常性损益的政府补助主要为南

昌高新开发区补贴。 

鉴于科研任务相关的政府补助已被调整计入非经常性损益，其符合计入经

常性损益的相关分析予以删除。 
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第三轮问询问题 3 

修订说明： 

发行人在回复第四轮问询时，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息

披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》等相关法律法规的规定，

结合本轮问询中关于科研项目相关政府补助与企业经营活动的产量或销量的相

关性，对前三轮回复“按照一定标准定额或定量持续享受”进行了进一步复核分

析，鉴于国家或地方重大科研项目立项与预算等环节具有特殊性，对前述条件

的估计仍存在一定的不确定性，且该等政府补助与公司经营活动中的实际产量、

销量不存在直接相关性，公司经过审慎判断，将报告期内科研任务相关的政府

补助修订计入非经常性损益，由此作出相应修订。 

发行人说明： 

（二）公司科研项目相关政府补助的特点 

1、原表述 

此外，国家科技重大专项执行中很强的连续性。公司自 2009 年来连续承担

四期等离子体介质刻蚀设备国家重大科研项目，包括“65-45nm 介质刻蚀机研发

与产业化”、“32-22nm 介质刻蚀机研发与产业化”、“22-14 纳米介质刻蚀机开发

及关键零部件国产化”及“14-7 纳米介质刻蚀机研发及产业化”等。十多年来相关

政策一直持续有效，根据项目核定预算，公司持续获得中央和上海地方财政专

项经费补助，不属于性质特殊或偶发性的事项，将其列入经常性损益不会影响

报表使用者对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。 

2、修改后表述 

此外，国家科技重大专项执行中很强的连续性。公司自 2009 年来连续承担

四期等离子体介质刻蚀设备国家重大科研项目，包括“65-45nm 介质刻蚀机研发

与产业化”、“32-22nm 介质刻蚀机研发与产业化”、“22-14 纳米介质刻蚀机开发

及关键零部件国产化”及“14-7 纳米介质刻蚀机研发及产业化”等。十多年来相关

政策一直持续有效，根据项目核定预算，公司持续获得中央和上海地方财政专
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项经费补助，不属于性质特殊或偶发性的事项，但公司经审慎判断后将该等科

研任务相关的政府补助调整计入非经常性损益。 

3.1 报告期内计入经常性损益的政府补助 

1、原表述 

报告期内，公司计入经常性损益的政府补助金额分别为 11,190.23 万元、

11,211.82 万元及 16,253.34 万元，系科研项目相关政府补助与南昌高新开发区补

贴。具体明细与金额如下： 

单位：万元 

项目 项目 2018 年 2017 年 2016 年 

科研项目相关的政

府补助 

刻蚀设备相关的科研项目 8,651.04 10,758.65 10,741.43 

MOCVD 设备相关的科研项目 687.30 453.17 448.80 

南昌高新开发区补贴 6,915.00 - - 

合计 合计 16,253.34 11,211.82 11,190.23 

报告期内，公司上述主要科研任务的政府补助预算总额满足确定金额的要

求，具体补助项目也明确了确定金额，并在下拨补助时严格按此预算执行。 

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益

（2008）》：“二、非经常性损益通常包括以下项目：（三）计入当期损益的政府

补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定

额或定量持续享受的政府补助除外”。公司计入经常性损益的政府补助主要分为

科研项目相关的政府补助以及南昌高新开发区补贴。 

2、修改后表述 

公司计入经常性损益的政府补助金额分别为 0 元、0 元及 6,915.00 万元，

系南昌高新开发区补贴。具体如下： 

单位：万元 

项目 2018 年 2017 年 2016 年 

南昌高新开发区补贴 6,915.00 - - 

合计 6,915.00 - - 
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报告期内，公司上述主要科研任务的政府补助预算总额满足确定金额的要

求，具体补助项目也明确了确定金额，并在下拨补助时严格按此预算执行。 

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益

（2008）》：“二、非经常性损益通常包括以下项目：（三）计入当期损益的政府

补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定

额或定量持续享受的政府补助除外”。公司计入经常性损益的政府补助主要为南

昌高新开发区补贴。 

3.2 科研项目相关的政府补助计入经常性损益原因分析 

1、原表述 

有别于一般意义上的政府补助，公司所承担的国家或地方重大科研项目，

须经政府相关部门确定项目的具体技术指标、产品开发路线和技术方案、时间

表、人力资源计划、材料和设备购买计划和预算、中央和（或）地方财政各年

度研发经费和自筹研发经费等，科研项目政府补助具有较高的确定性。在承担

重大科研任务时，政府和公司根据核定项目整体预算约定各自承担相关的费用，

各项目的政府补助金额以及下拨时间段在项目立项时已有明确预算约定，并在

之后均按照预算确定金额发放。同时，在科研任务书中，对于参与科研项目人

员、每年需完成的科研成果也进行了明确的约定。 

（一）相关政府补助与公司正常经营业务密切相关 

中微公司主要从事高端半导体设备的研发、生产和销售，通过向全球领先

的集成电路和 LED 芯片制造商提供极具竞争力的高端设备和高质量服务，为全

球半导体制造商及其他高科技新兴产业公司提供加工设备和工艺技术解决方案。

公司所处的半导体专用设备行业属于技术密集型行业，电子产品技术发展速度

较为迅速，半导体设备需配合快速更新换代，因此，新产品新工艺的研发是公

司日常经营活动的重要组成部分，通过研发所获得的新技术也进一步提升了公

司产品的生产能力和市场竞争力。 

公司所从事的研发工作包括了所承担的一系列国家及地方科研任务，这些

科研任务均围绕刻蚀设备、MOCVD 设备等主营业务而开展。在此过程中，公

司获得了政府为这些科研项目的开展所拨付的补助。因此，该科研项目相关政
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府补助与公司正常经营业务密切相关。 

（二）相关政府补助符合国家政策规定 

1、公司所处行业受到政策鼓励扶持 

公司刻蚀设备所处的集成电路产业是电子信息产业的基础和核心，近些年

来，国务院及相关部委陆续发布一系列鼓励扶持政策，以支持产业的发展，先

后颁布了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策

的通知》、《国家集成电路产业发展推进纲要》等政策；公司 MOCVD 设备作为

LED 芯片、功率器件等产品制造最为关键的专用设备，对节能减排具有重要意

义，国家陆续出台了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、

《关于印发半导体照明节能产业规划的通知》等鼓励政策。此外，从“十一五”

以来，国家通过科技重大专项的方式，从产业长远发展的角度，布局了包括设

备、材料、制造、封装等环节的相关项目。 

2、获得科研补助进行研发是公司正常经营的重要组成部分 

在国家宏观政策大力支持的背景下，公司承担了一系列国家及地方科研任

务，其中包括了国家科技重大专项，公司承担这些国家及地方科研任务并配套

大量自筹资金是基于这些项目和公司正常经营过程中必需发生的研发和产品开

发计划之间具有很高的契合度，获取相关的国家和地方科研补助并进行研发和

产品开发是高端半导体设备企业正常经营活动的重要组成部分。 

综上所述，报告期内公司科研项目的政府科研补助符合《公开发行证券的

公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》中关于符合国家政

策的相关规定。 

（三）相关政府补助符合国家科技创新规划 

1、承担的科研项目符合国家科技创新规划 

2016 年 8 月，国务院印发了《“十三五”国家科技创新规划》，明确了“十三

五”时期科技创新的总体思路、发展目标、主要任务和重大举措，是国家在科技

创新领域的重点专项规划，是我国迈进创新型国家行列的行动指南。国家科技

创新规划在“第四章 实施关系国家全局和长远的重大科技项目”之“一、深入实施
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国家科技重大专项”部分明确指出“极大规模集成电路制造装备及成套工艺。攻

克 14 纳米刻蚀设备、薄膜设备、掺杂设备等高端制造装备及零部件，突破 28

纳米浸没式光刻机及核心部件，研制 300 毫米硅片等关键材料，研发 14 纳米逻

辑与存储芯片成套工艺及相应系统封测技术，开展 7-5 纳米关键技术研究，形

成 28-14 纳米装备、材料、工艺、封测等较完整的产业链，整体创新能力进入

世界先进行列”。此外，在“第五章 构建具有国际竞争力的现代产业技术体系”之

“三、发展智能绿色服务制造技术”部分明确提出“智能装备与先进工艺。开展非

传统制造工艺与流程、重大装备可靠性与智能化水平等关键技术研究，研制一

批代表性智能加工装备、先进工艺装备和重大智能成套装备，引领装备的智能

化升级”。 

公司主要从事高端微观加工设备的研发、生产和销售，通过向全球领先的

集成电路和 LED 芯片制造商提供极具竞争力的高端设备和高质量服务，为全球

半导体制造商及其他高科技新兴产业公司提供加工设备和工艺技术解决方案，

助力客户提升技术水平、提高生产效率、降低生产成本。公司不仅注重技术创

新研发，而且紧密围绕我国相关重大战略项目对先进集成电路制造装备的需求，

以及国家和地方产业结构优化和升级的相关部署，开展先进技术成果的产业化

培育和发展。在国家宏观政策大力支持的背景下，公司根据科技部、工信部、

上海市等部门制定的相关项目指南，撰写项目申报材料申报国家及地方科研任

务与产业化项目，经过相关部门的答辩评审，获得项目立项批文并执行。公司

承担科研项目所获得政府补助的资金来源主要为国家专项经费、地方政府经费

和配套大量自筹资金，通过坚持走独立自主开发的路线，保持高强度的研发投

入，通过核心技术的创新，多项产品已达到国际先进和国内领先水平。 

综上，公司所承担的科研项目符合国家科技创新规划。 

2、公司承担项目/课题申报及验收程序 

报告期内，公司承担了多项与公司刻蚀技术、MOCVD 技术等核心技术相

关的科研项目，科研内容主要为刻蚀设备研发及产业化、MOCVD 设备研发及

产业化等。公司向主管机关递交科研项目申请书，由相应专家组审议通过后，

相关政府部门与公司签订任务合同书，科研任务完成后由主管机关组织验收。 



 

8-2-22 

 

公司承担项目/课题申报及验收程序的具体内容已申请豁免披露。 

综上所述，报告期内公司科研项目的政府科研补助符合国家科技创新规划。 

（四）按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 

公司自 2009 年 1 月开始首次承担国家级刻蚀设备类科研项目，自 2010 年 8

月开始首次承担 MOCVD 设备类科研项目。公司自首次承担前述科研项目以来，

从未中断承担刻蚀设备、MOCVD 设备的相关科研项目。 

公司所承担的科研项目是在国家重点科研项目的组成部分，项目具有技术

上前后承接、总体时间跨度长的特点。在此过程中，公司享受政府科研补助的

研发和产品开发各项目具有如下特点： 

① 总体投入金额和补助金额基于政府核定的预算，财政资金按预算分年度

拨付； 

② 承担多个相互关联的系列项目具有阶梯性、连续性； 

③ 系列项目跨越多年具有长期性、持续性。 

对于所承担国家科研项目，从每个项目立项开始，公司就与政府部门签订

关于该研发项目的任务合同书及预算书，约定了项目目标及研发预算，该研发

预算对于企业自筹资金以及政府专项补助资金的具体金额及具体支出用途进行

了明确的划定，其中对于政府专项补助资金，约定了确定的补助金额以及这些

补助未来的具体可支出的科目和方向。在研发项目执行的过程中，相关政府补

助金额按照项目任务合同书和预算书的约定分批拨付给公司。 

上述主要科研项目具体情况如下： 

1、国家科技重大专项 

自 2009 年起公司承担了 02 专项的多个项目/课题，包括“65-45nm 介质刻蚀

机研发与产业化”、“32-22nm 介质刻蚀机研发与产业化”、“22-14 纳米介质刻蚀

机开发及关键零部件国产化”、“14-7 纳米介质刻蚀机研发及产业化”等，各项目

/课题的项目周期分别为 2009 年-2012 年、2011 年-2014 年、2013 年-2016 年、

2016 年-2019 年，前述各项目/课题具有技术上前后承接、总体时间跨度长、阶

梯性连续性等特点，总体投入金额和补助金额基于政府核定的预算，财政资金
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按预算分年度拨付。 

公司承担国家科技重大专项的具体内容已申请豁免披露。 

如上所述，对于公司科研项目收到的政府补助，公司从该补助预算起至实

际收到均按照定额约定严格执行。 

2、上海市级科研任务 

上海市级科研项目主要包括了上海张江国家自主创新示范区专项发展资金

等项目，其中主要包括了高端 MEMS 等离子体刻蚀设备的研发和产业化、中微

自主研发高温 MOCVD 机台的产业化、国产化加热系统在 MOCVD 上的推广应

用、智能化温控在 MOCVD 上的应用等。 

上海张江国家自主创新示范区专项发展资金等项目规定“专项资金由市政府

和各分园所在区政府共同设立，2016 年至 2020 年期间由市级财政与各分园所

在区财政每年预算安排。” 

“（一）市级财政每年安排 10 亿元（包括用于市委、市政府批准实施的重

大项目 3 亿元，用于各分园 7 亿元）；各分园所在区财政原则上按不低于 1：1

的比例安排配套资金，每年安排合计不低于 7 亿元。2016—2020 年专项资金五

年累计按不低于 85 亿元安排，其中：市级 50 亿元，各分园所在区 35 亿元。 

（二）专项资金采取总量核定、分年安排的办法，每年可根据年度专项资

金支持项目的实际需要，由市财政和分园所在区财政在专项资金总额内分年安

排”。 

公司承担上海市级科研任务的具体内容已申请豁免披露。 

上述上海市地方相关科研政府补助的预算总额及其具体补助项目均为定额

拨付，事先明确按照一定标准定额拨付，补助金额不设前置条件，不存在不确

定性，项目具有滚动且持续周期长等特点。公司能够持续、定期收到政府拨付

补助款，并非偶发性的补贴。 

综上，公司主要科研项目相关政府补助符合国家政策规定，并按照一定标

准定额或定量持续享受的政府补助。 

（五）公司的自主创新研发能力为持续承接科研课题提供保障 
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半导体制造对设备的可靠性、稳定性和一致性提出了极高的要求，半导体

设备行业技术门槛较高。公司具有一支技术精湛、勇于创新、专业互补的国际

化人才研发队伍，形成了良好的企业创新文化，为公司持续创新和研发提供后

备力量。公司始终保持大额的研发投入，最近三年累计研发投入达到 10.37 亿

元，占营业收入的比重平均为 32%。 

在多年的发展过程中，公司积累了深厚的技术储备和丰富的研发经验，这

一优势保证了公司产品和服务的不断进步。公司拥有多项自主知识产权和核心

技术，截至 2019 年 2 月末，公司已申请 1,201 项专利，已获授权专利 951 项，

其中发明专利 800 项。公司所具有的自主创新研发能力为之后持续、长期承接

国家科研课题提供人才、技术保障。 

综上所述，公司的科研项目政府补助同时满足了如下条件： 

① 与公司正常经营业务密切相关； 

② 符合国家政策规定，事先明确按照一定标准定额或定量拨付，补助金额

没有前置条件，不存在不确定性；公司能够持续、定期收到政府拨付补助款，

不是偶发性的补贴； 

③ 公司的自主创新研发能力为持续承接科研课题提供保障。 

（六）将政府补助计入经常性损益的可比上市公司案例 

报告期内，公司主要承担的国家科技重大专项等科研项目与《“十三五”国

家科技创新规划》中提出的内容相符，公司承担的科研项目符合国家科技创新

规划。由于目前公司所处半导体设备行业规模在国内仍处于快速发展中阶段，

同行业可比上市公司样本较少，通过扩大范围对比专用设备制造业及信息技术

服务业上市公司，部分上市公司将科研项目相关的政府补助计入经常性损益。 

A 股上市公司天地科技（600582.SH）与公司同属于专用设备制造业，中国

软件（600536.SH）属于软件和信息技术服务业，可比上市公司政府补助的计入

经常性损益与公司具有可比性。 

1、中国软件（600536.SH） 

在其 2018 年年报将承担国家及政府科研项目相关的政府补助计入经常性损
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益，具体如下： 

公司名称 项目 涉及金额（万元） 原因 

中国软件 

增值税退税 2,055.99 与生产经营密切相关 

其他科技项目 2,279.65 与生产经营密切相关 

重大专项 1,892.00 与生产经营密切相关 

合计 6,227.64 —— 

重大专项、其他科技项目相关政府补助界定为经常性损益项目的依据及确

定标准如下：“本公司将报告期内收到的符合以市场化方式通过参与公开竞投标

获得、按照国家政府相关的规定或与主管部门签署课题合同或任务书、需完成

相应的研发任务并交付相应的工作成果”，“由于承担国家及政府科研及产业化

项目的研发是本公司重要的主营业务之一，该类项目整体上具有一定的可持续

性，因此，本公司将其确认为经常性损益”。 

2、天地科技（600582.SH） 

该公司属于专用设备制造业，2018 年年报将承担国家及政府科研项目相关

的政府补助计入经常性损益，具体如下： 

单位：万元 

公司名称 
计入当期损益政府补

助 

计入非经常性损益的

政府补助 

计入经常性损益的政

府补助 

天地科技 27,942.54 9,393.99 18,548.55 

根据其年报信息，该公司列报于其他收益与递延收益计入当期损益的政府

补助具体情况如下： 

单位：万元 

种类 金额 

事业费拨款 10,226.86 

增值税即征即退 5,453.29 

处僵治困补助 1,119.69 

短流程提质工艺技术及装备开发 183.47 

热解/焦化烟气干法高效脱硫低温脱硝技术的装备 114.89 

热解焦油制高芳烃潜含量石脑油及特种油新技术与工程化 6.69 

工业转型升级 400.00 

西安市高新区等政府奖励补助 266.15 

采动区井下抽采 31.04 

分段式加压固定床热解气体一体化关键技术及装备 67.44 

气化焦加压固定床分级供氧气化关键技术开发 108.89 
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种类 金额 

致裂效果测定 80.07 

热解煤气净化分离和能量梯级利用技术 12.67 

智能开采控制技术及装备 23.97 

瓦斯赋存参数地面测定 7.78 

重组分制特种燃料及化学品技术开发 7.44 

煤气化效率及原料适应性提升关键技术研究 4.30 

油煤浆成浆匹配性及协同效应的研究 0.82 

井下液态冻涨致裂增渗技术与装备研究 20.89 

原料气预处理与提质过程安全技术与装备 21.21 

现代煤化工关键技术标准研究 23.03 

提质与分级利用工艺集成研究 30.36 

深部开采煤岩动力灾害孕灾条件与防范机理 10.21 

大规模煤气化系统能效、排放预测与煤质关联表征新方法研究 14.10 

液态二氧化碳多管联爆致裂技术与装备 42.27 

煤与煤层气协调开发动态模拟与辅助设计技术研究 50.18 

产出气 CO2/CH4 高效分离回收一体化技术研究及设备研制 2.17 

机械破岩（机械钻井岩石破碎技术及智能纠偏钻具钻被研制） 2.28 

综放工作面智能化放煤控制技术与装备 2.83 

其他 213.53 

合计 18,548.55 

天地科技的政府补助明细中包含了大量与主营业务相关的科研项目补助及

其他补助，计入经常性损益，与发行人情况相似。 

综上，公司将重大科研项目相关的政府补助计入经常性损益符合行业惯例，

是合理的。 

2、修改后表述 

鉴于科研任务相关的政府补助已被调整计入非经常性损益，科研项目相关

的政府补助计入经常性损益原因分析予以删除。 

3.3 南昌高新开发区补贴计入经常性损益原因分析 

1、原表述 

综上所述，科研项目相关的政府补助以及南昌高新开发区补贴均与公司正

常经营业务密切相关，均符合国家政策规定、并按照一定标准定额或定量持续

享受，公司将其计入经常性损益是合理的。 

2、修改后表述 
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综上所述，南昌高新开发区补贴与公司正常经营业务密切相关，均符合国

家政策规定、并按照一定标准定额或定量持续享受，公司将其计入经常性损益

是合理的。 
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问题 2. 关于开发支出资本化 

回复材料显示，公司在 Alpha 机初步试制成功，机台的技术测试基本完成，

取得“模拟生产线寿命测试”报告，开始对实物机台进行功能测试和技术完善时，

进入开发阶段。 

请发行人进一步说明:（1）提供充分证据证明在取得“模拟生产线寿命测

试”报告后，相关设备实际生产出的样品是否能够稳定达到技术要求；设备生产

出的产品是否具有技术现先进性和市场价值，设备自身是否存在市场需求；（2）

研发项目的资本化时点是否符合“完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术

上具有可行性”以及“能够证明运用在无形资产生产的产品存在市场或无形资产

自身存在市场”等会计准则的规定。 

请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 

回复： 

一、提供充分证据证明在取得“模拟生产线寿命测试”报告后，相关设备实

际生产出的样品是否能够稳定达到技术要求；设备生产出的产品是否具有技术

先进性和市场价值，设备自身是否存在市场需求； 

（一）相关设备实际生产出的样品能够稳定达到技术要求 

1、模拟生产线寿命试验就是针对生产出的样品需稳定达到技术要求的测试 

“模拟生产线寿命测试”是开发 Alpha 机台最关键的一个测试，指的是： 

（1）在开发实验室，在 Alpha 机台上进行模拟大生产的几千次（或几百个

射频小时）晶圆加工测试或几百炉次外延生长测试（通常称为寿命试验），检验

在这个较长期的测试中，工艺过程的稳定性、重复性，不同反应腔对晶圆的加

工结果是否一致，长期加工反应腔的洁净度和落在晶圆上的微粒是否达到要求

等。 

（2）测试机台的可靠性、出事故率、输出效率等。 

该测试就是针对相关设备实际生产的样品（即加工的晶圆）等进行检测。

该测试基本上是模拟设备在客户生产线上加工晶圆的实际情况，来测试这个机

台能否达到加工过程的稳定性和可靠性，能否成为在客户生产线上可靠、好用、
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生产效率高的设备，能否稳定达到技术要求。 

因此，测试报告的出具证明相关研发设备实际生产出的样品能够满足稳定

达到技术要求的充分证据。 

2、各资本化项目均能稳定达到技术要求 

研发项目立项后至报告的取得之前，公司对组装完成的 Alpha 机台进行大

量、反复的晶圆测试或外延生长测试，公司为实现稳定达到技术要求的寿命测

试实际耗用均达到或者超过能证明稳定达到技术要求所需的耗用水平，具体情

况及证据说明如下： 

项目 

为实现稳定达到技术

要求的寿命测试实际

耗用 

能证明达到稳定技术要

求所需的耗用 
证据说明 

14-7 纳米 CCP 
约 6,000 次晶圆加

工；约 240 射频小时 

约 3,000 次晶圆加工或

约 100 射频小时 

经过前述寿命测试后，

成功取得“模拟生产线

寿命测试”报告。 

该报告显示各项指标满

足技术规格，证明相关

研发设备实际生产出的

样品能够稳定达到技术

要求。 

14-7 纳米 ICP 
约 3,200 次晶圆加

工；约 100 射频小时 

约 3,000 次晶圆加工或

约 100 射频小时 

高端 MEMS 
约 4,400 次晶圆加

工；约 300 射频小时 

约 3,000 次晶圆加工或

约 100 射频小时 

高温 MOCVD

设备 
约 100 炉次外延生长 约 100 炉次外延生长 

国产化加热系

统 
约 200 炉次外延生长 约 200 炉次外延生长 

新型 MOCVD

设备 
约 200 炉次外延生长 约 200 炉次外延生长 

高端 MOCVD

设备 
约 200 炉次外延生长 约 200 炉次外延生长 

注：本回复中的 14-7 纳米 CCP、14-7 纳米 ICP、高端 MEMS 对应的研发项目分别是：14-7 纳米 CCP

介质刻蚀机研发及产业化、14-7 纳米 ICP 介质刻蚀机研发及产业化、高端微机电系统等离子体刻蚀设备研

发及产业化；国产化加热系统、新型 MOCVD 设备、高端 MOCVD 设备对应的研发项目分别是国产化加

热系统在 MOCVD 设备上的推广应用、新型高产能 MOCVD 设备研发、高端 MOCVD 设备研发。 

3、结论意见 

综上，各研发项目经过前述寿命测试后均成功取得“模拟生产线寿命测试”

报告，该报告显示各项指标满足技术规格，证明相关研发设备实际生产出的样

品能够稳定达到技术要求。 

（二）设备生产出的产品是否具有技术先进性和市场价值，设备自身是否

存在市场需求 
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1、模拟生产线寿命测试需满足的市场需求规范（MRS）针对设备生产出

的产品具有技术先进性和市场价值，设备已存在市场需求进行制定的 

（1）模拟生产线寿命测试主要围绕满足市场需求规范（MRS）的要求 

公司在研发的第①阶段即概念与可行性阶段，就针对行业技术动态或市场

需求来设定新产品定位与构想，确定最适合客户需求的研发方案，并按照市场

需求规范（MRS）的要求，确定最适合客户需求的包括反应腔和主机的设备开

发方案。 

公司在研发的第②阶段 Alpha 试制阶段，会测试机台的基础技术性能，反

复测试机台及优化设计，使最终测试结果显示机台可以重复可靠的达到预先制

定的各项规格指标，并满足市场需求规范（MRS）要求的技术指标。 

（2）市场需求规范（MRS）介绍 

市场需求规范（MRS - Market Requirement Spec）的指标是公司基于市场和

客户需求形成的技术规格。形成过程如下： 

1）制定市场需求规范需秉承的开发原则 

公司制定研发项目的 MRS 技术要求时，需秉承的原则是： 

①围绕市场权威、国内外知名客户在行业会议、行业峰会、客户会议等渠

道发布的技术指标指引，符合行业先进技术发展趋势的技术路径，符合客户的

技术要求； 

②产品服务于能生产出世界先进产品的国内外知名客户； 

③基本都对标国际先进设备、代表市场和客户所需的技术先进性水平、已

在国内外知名厂商实现销售或即将实现销售的产品； 

④该类型产品已存在商业化的市场需求，并基于市场上已用于商业化设备

的技术及部件的性能提升或者性价比提升，服务于设备的产业化和商业化，研

发产品存在市场需求。 

2）进行市场和客户信息调研 

①通过参加行业会议、行业峰会、客户会议，获取第三方市场调查机构等
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市场权威数据，并与客户沟通，了解下游客户的技术规格要求、行业技术发展

路径，并获取行业、市场已存在的国际先进设备的情况，例如市场定位、技术

指标等； 

②与国内外先进下游客户进行沟通了解的客户需求信息； 

③进行竞争对手产品分析、客户产品升级需求的合理预测和供应商能力提

升预测等。 

3）确定市场需求规范 

在完成前述市场调研和信息搜集后，公司据此制定出研发设备生产出的产

品具有技术先进性和市场价值、设备自身存在市场需求的技术指标，即市场需

求规范（MRS）。市场需求规范（MRS）基于市场上已用于商业化设备的技术

及部件的性能提升或者性价比提升，服务于设备的产业化和商业化。 

综上，市场需求规范（MRS）的技术规格不仅是技术指标，更重要的是，

该技术指标也代表着研发设备生产出的产品具有技术先进性和市场价值、设备

自身存在市场需求，产品具备面向市场商业化的可行性。 

（3）寿命测试成功需要满足市场需求规范（MRS）的要求及其意义 

“模拟生产线寿命测试”就是围绕着市场需求规范（MRS）的要求展开，如

果这个测试达到了该客户和市场要求的各项指标，就证明了这个设备产品实现

了项目设定的指标，关键的设计和技术得到验证，符合市场需求规范（MRS）

的要求。 

研发产品满足市场需求规范（MRS）的要求，不仅意味着技术可行性，同

时也代表着出研发设备生产出的产品具有技术先进性和市场价值、设备自身存

在市场需求，产品已具备面向市场商业化的可行性。 

2、“模拟生产线寿命测试”报告符合 MRS 技术规格情况的具体分析 

（1）14-7 纳米 CCP 

在资本化时点前，本项目测试报告出具，Alpha 机台试制成果摘录如下： 

类别 主要指标 
先进性技术水平的

技术规格（MRS
测试结果 

是否满足先

进性技术水
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要求） 平 

工艺稳

定性 

微颗粒污染物（归一

化） 
≤1 ≤1 满足 

刻蚀速率（归一化） Target+/-1 Target+/-0.5 满足 

刻蚀均匀性（归一

化） 
<1 <1 满足 

关键技

术指标 
金属污染物 ≤1E10（Al 除外） ≤1E10（Al 除外） 满足 

部分客

户工艺

验证 

形貌（有效高度）（归

一化） 
<1 <1 满足 

关键尺寸（归一化） 1 1 满足 

关键尺寸面内均匀性

（归一化） 
<1 <1 满足 

注：上表部分数据采用归一化（定义技术规格要求为“1”）处理，下同。 

1）设备生产出的产品具有技术先进性和市场价值 

结合测试结果的分析如下： 

①通过对气体喷淋头的加工工艺优化、腔体组件材料的改变及工艺部件的

设计优化，有效的提高了 14-7 纳米集成电路的金属污染等级，所有元素（除

AL）都控制在 1E10 的范围内，满足客户对前段半导体生产的严格要求； 

②微颗粒污染物及刻蚀速率在测试过程中表现稳定，在整个工艺过程中微

颗粒污染物表现稳定，并控制在 MRS 规格内；刻蚀速率的稳定性保持在优于

MSR 所要求范围内，这有利于控制生产过程中的由刻蚀所产生的缺陷。这代表

国际先进制程的 14-7 纳米集成电路在研发设备上获得稳定工艺表现和刻蚀结果，

证明生产产品达到技术先进水平，实现市场价值。 

综上，由于 14-7 纳米集成电路制造代表了世界先进的制程技术，14-7 纳米

集成电路已是国际一流客户的产品并成为下游客户技术发展的主要方向，具有

很高的市场价值。测试报告出具时，公司研发设备在 14-7 纳米集成电路制造上，

其工艺稳定性、关键技术指标及部分客户工艺验证等指标均符合市场需求规范

（MRS）要求的技术规格，能证明生产的产品各项指标具有技术先进性、具有

市场价值。 

2）研发设备存在市场需求 

结合测试结果的分析如下： 
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①CCP 刻蚀机已在国内外主要芯片生产厂商有生产应用，也是公司自主研

发和销售的高端等离子刻蚀机。随着行业技术路径的发展，对 14 纳米及以下的

市场需求变得越来越旺盛，国际上高端量产芯片从 14 纳米到 10 纳米阶段向 7

纳米、5 纳米甚至更小的方向发展，研发设备与产业发展深度融合，测试结果

显示设备的技术可行性得到成功验证，证明设备具有市场价值； 

②本研发产品将形成公司自有的核心技术，测试结果反应该设备已可应用

于已在销售主要产品 CCP 刻蚀机的工艺技术提高及升级，本项目的研发设备具

有市场需求； 

③研发所选定用来验证的工艺均具有代表性，是与拟进行客户端验证的潜

在客户协商的结果，通过特定客户工艺测试，对潜在合作客户具有重大吸引力，

设备存在市场需求。 

综上，从测试结果来看，测试报告出具时，能证明公司设备存在市场需求。 

（2）14-7 纳米 ICP 

在资本化时点前，本项目测试报告出具，Alpha 机台试制成果摘录如下： 

类别 主要指标 

先进性技术水

平的技术规格

（MRS 要求） 

测试结果 

是否满足先

进性技术水

平 

工艺稳

定性 

氧化硅刻蚀速率稳定性

（归一化） 
波动小于 1 波动小于 1 满足 

氧化硅刻蚀均匀性稳定性

（归一化） 
波动小于 1 波动小于 1 满足 

氧化硅刻蚀速率稳定性

（归一化） 
波动小于 1 波动小于 1 满足 

氧化硅刻蚀均匀性稳定性

（归一化） 
波动小于 1 波动小于 1 满足 

关键技

术指标 
金属污染物（归一化） 

单位面积小于
<1 

单位面积小于<1 满足 

部分客

户工艺

验证 

刻蚀形貌 
顶部无残留、

侧壁无损伤 

顶部无残留、侧壁

无损伤 
满足 

氧化硅剩余（归一化） >1 >1 满足 

1）设备生产出的产品具有技术先进性和市场价值 

结合测试结果的分析如下： 

①验证了多区温控静电吸盘、3D 低电容耦合线圈、氧化钇镀层等关键技术

的设计可行性和技术性能，14-7 纳米集成电路的刻蚀速率稳定性、刻蚀均匀性
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的调节能力、金属污染等级等技术指标达到需求规范（MRS）要求的技术规格。 

②多区温控静电吸盘的温度分布调节能力的先进水平得到证实，这对于晶

圆关键尺寸均匀性的调节有关键作用；3D 低电容耦合线圈的电容耦合偏压较传

统的平面式线圈有明显改善，有利于需高选择比低损伤的刻蚀工艺，较市场上

的传统镀层来说氧化钇镀层有更好的颗粒物及金属污染表现，这证明 14-7 纳米

集成电路产品达到技术先进的加工需求，能实现市场价值。 

综上，由于 14-7 纳米集成电路制造代表了世界先进的制程技术，14-7 纳米

集成电路已是国际一流客户的产品并成为下游客户技术发展的主要方向，具有

很高的市场价值。测试报告出具时，公司研发设备在 14-7 纳米集成电路制造上，

其工艺稳定性、关键技术指标及部分客户工艺验证等指标均符合市场需求规范

（MRS）要求的技术规格，能证明生产的产品各项指标具有技术先进性、具有

市场价值。 

2）研发设备存在市场需求 

结合测试结果的分析如下： 

①ICP 刻蚀作为集成电路制造的重要部分，其市场份额正在逐渐超过 CCP

刻蚀。随着行业技术路径的发展，对 14 纳米及以下的市场需求变得越来越旺盛，

国际上高端量产芯片从 14 纳米到 10 纳米阶段向 7 纳米、5 纳米甚至更小的方向

发展，研发设备与产业发展深度融合，测试结果显示设备的技术可行性得到成

功验证，设备具有市场价值； 

②研发所选定用来验证的工艺均具有代表性，是与拟进行客户端验证的潜

在客户协商的结果，也即是未来进行客户端验证大规模生产的工艺，通过特定

客户工艺测试，对潜在合作客户具有重大吸引力，设备存在市场需求。 

综上，从测试结果来看，测试报告出具时，能证明公司设备存在市场需求。 

（3）高端 MEMS 

在资本化时点前，本项目测试报告出具，Alpha 机台试制成果摘录如下： 

类别 主要指标 

先进性技术水

平的技术规格

（MRS 要求） 

测试结果 

是否满足先

进性技术水

平 
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工艺稳

定性 

微颗粒污染物稳定性（归

一化） 
小于 1 小于 1 满足 

氧化硅刻蚀速率稳定性

（归一化） 
波动小于 1 波动小于 1 满足 

脉冲射频反射功率（归一

化） 
小于 1 小于 1 满足 

关键技

术指标 

微颗粒物个数规格（归一

化） 
小于 1 小于 1 满足 

部分客

户工艺

验证 

刻蚀形貌：刻蚀孔深度

（归一化） 
波动小于 1 波动小于 1 满足 

关键尺寸保持稳定性（归

一化） 
波动小于 1 波动小于 1 满足 

刻蚀形貌 侧壁无损伤 侧壁无损伤 满足 

1）设备生产出的产品具有技术先进性和市场价值 

结合测试结果的分析如下： 

①通过测试验证了双区温控静电吸盘、双气体供给装置、高频脉冲偏压电

源等关键技术基本成熟，测试表明了加工晶圆的各项指标满足了客户生产线上

稳定、重复、可靠运行的基本预期；双区温控静电吸盘、双气体供给装置、高

频脉冲偏压电源均为集成电路制造中较成熟的技术，已有较广的市场价值，通

过优化及改造，将其推广到 MEMS 加工中，能较明显提高 MEMS 晶圆加工的

各项指标，使得设备生产的产品有技术先进性、具备市场价值； 

②随着 MEMS 的升级换代，对工艺要求越来越严格，通过特定客户工艺测

试实现了 BOSCH 工艺深度良好均匀性、侧壁形貌无损伤、刻蚀深度良好的重

复性等指标，使得设备生产的产品满足技术先进性要求、具备市场价值； 

③机台采用双反应台设计，较市场已有单反应台设备成本有竞争优势，该

设备生产的产品能降低生产成本，具有市场价值。 

综上，测试报告出具时，说明公司研发设备在高端 MEMS 加工上的工艺稳

定性、关键技术指标及部分客户工艺验证等指标均符合市场需求规范（MRS）

要求的技术规格，有助于高端 MEMS 实现更广泛的市场应用或降低其生产成本，

具有很高的市场价值，能证明生产的产品各项指标具有技术先进性、具有市场

价值。 

2）研发设备存在市场需求 

结合测试结果的分析如下： 
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①MEMS 传感器广泛应用于在智能手机、汽车电子、医疗领域、城市建设、

智能家居、智能电网等领域。MEMS 传感器产品需求近年增势迅猛，下游客户

对相应加工设备需求也发展良好，测试结果显示设备的技术可行性得到成功验

证，证明设备具有市场价值； 

②本项目是已在销售产品 TSV 的升级，研发项目将形成公司自有的核心技

术，测试结果反应该设备已可应用于已在销售产品 TSV 刻蚀机的工艺技术提高

及升级，因此本项目的研发设备存在市场需求； 

③研发所选定用来验证的工艺均具有代表性，是与拟进行客户端验证的潜

在客户协商的结果，也即是未来进行客户端验证大规模生产的工艺，通过特定

客户工艺测试，对潜在合作客户具有重大吸引力，设备存在市场需求。 

综上，从测试结果来看，测试报告出具时，能证明公司设备存在市场需求。 

（4）高温 MOCVD 设备 

在资本化时点前，本项目测试报告出具，Alpha 机台试制成果摘录如下： 

主要指标 

先进性技术水平的技

术规格（MRS 要

求） 
测试结果 

是否满足

先进性技

术水平 

测量温度范围(oC) 500-1400 500-1430 满足 

准确度(oC) （归一化） +/-1 ±0.8 满足 

重复精度(oC) （归一化） +/-1 ±0.8 满足 

片数/炉 2”：>15 2”：18 满足 

片内厚度均匀性(1σ/ave) （归一化） <1 0.85 满足 

氮化铝生长速率 (um/hr) （归一化） >1 2.1 满足 

AlN (002)晶向 X-ray半峰宽 （arcs）

（归一化） 
<1 0.94 满足 

AlN (102)晶向 X-ray半峰宽 （arcs）

（归一化） 
<1 0.96 满足 

N 型铝镓氮（50%）载流子密度 (cm-3) 

（归一化） 
>1 1.3 满足 

N 型铝镓氮（50%）迁移率(cm2/Vs) 

（归一化） 
>1 1.02 满足 

LED 波长范围 (nm) <=280 280 满足 

片内波长均匀性(nm) （归一化） σ<1 0.43 满足 

托盘内波长均匀性(nm) （归一化） σ<1 0.24 满足 
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1）设备生产出的产品具有技术先进性和市场价值 

结合测试结果的分析如下： 

①成功验证加热器系统、控温系统、气体递送系统的设计可行性和技术性

能，项目的技术可行性和先进性得到成功验证；设备温度控制范围、AlN (002)

晶向 X-ray半峰宽 （arcs）、AlN (102)晶向 X-ray半峰宽 （arcs）均高于预设规

格； 

②行业公认的生产 UV LED 用 MOCVD 的工作温度要求是 500℃-1400℃，

一般来说最高工作温度越高，产出产品的质量越好，本项目产品实际测得的工

作温度范围 500℃-1430℃。  

③市场对加工产品的要求一般是每炉产出的衬底越多，产量越大，越能满

足客户大规模生产的需要，业界现在的主流都是 15*2”及以下，测试报告显示

片/炉次的指标为 18*2”，已达到世界先进的技术水平，降低了大规模生产的成

本，能证明生产的产品具有技术先进性、符合市场价值。 

2）研发设备存在市场需求 

结合测试结果的分析如下： 

①UV LED 是指发光波长 400nm 以下的 LED，根据波长，可进一步分为

UVA（320-400nm）、UVB（280-320nm）、UVC（200-280nm）。目前应用最为广

泛的是 UVA 产品，主要用于胶水固化、PCB 曝光、印刷等工业领域，和诱蚊、

美甲、防伪检测、光触媒净化等民用领域。UVB 与 UVC 门槛较高，尤其是

UVC，其中 UVB 主要以光疗为主，UVC 则主要应用于杀菌消毒。随着《水俣

公约》的生效，2030 年左右原生汞矿要全面禁止，以后就不可能有原生汞的生

产和供应了。由于 UV LED 不含汞，环保安全，又有启动快、效益高的特点，

在未来其市场发展潜力非常巨大。受 UVC 应用驱动，市场处于高速发展期。高

温 MOCVD 设备用于 UV LED 外延片生产，是 UV LED 产业链中的最主要设备。 

本研发项目开发的产品与产业发展深度融合，测试结果显示设备的技术可

行性得到成功验证，证明设备具有市场价值； 

②通过 UVC LED 工艺测试，机台对于客户产品要求的可实现性和稳定性
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得到成功验证，产出的 LED 波长达到 280nm，符合客户对 UV LED 用 MOCVD

设备的预期，证明设备存在市场需求。 

综上，从测试结果来看，测试报告出具时，能证明公司设备存在市场需求。 

（5）国产化加热器系统 

在资本化时点前，本项目测试报告出具，Alpha 机台试制成果摘录如下： 

主要指标 

先进性技术水平的技

术规格（MRS 要

求） 
测试结果 

是否满足先进性技术

水平 

机械结构 3U 标准机箱 3U 标准机箱 满足 

控制方式 模拟数字兼容 模拟数字兼容 满足 

运行模式 恒流、恒压 恒流、恒压 满足 

电压纹波（归一化） ＜1 ＜0.5 满足 

输出电压精度（归一

化） 
＜1 ＜1 满足 

输出电流精度（归一

化） 
＜1 ＜1 满足 

转换效率（归一化） ≥1 ≥1 满足 

1）设备生产出的产品具有技术先进性和市场价值 

结合测试结果的分析如下： 

转换效率是设备电能消耗的指标，转换效率越高，能量损失越少，设备使

用时更节能，设备成本和加工成本就越低。测试结果显示公司研发的国产化加

热器已经达到或超过市场先进的节能水准，帮助下游客户降低成本，证明生产

的产品在生产效率方面上具有技术先进性水平，具有市场价值。 

2）研发设备存在市场需求 

结合测试结果的分析如下： 

①加热器系统是 MOCVD 设备的重要组成部分，每年越有数百套的使用量。

市场长期处于高度依赖进口的市场局面，亟需国产产品的出现。同时，

MOCVD 设备市场正在高速发展。 

在此背景下，本国产化加热系统的研发项目与产业发展深度融合。测试结

果显示设备的技术可行性得到成功验证，作为核心部件的加热器系统未来将随
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本公司的 MOCVD 设备一并获得批量运用，证明该设备具有市场价值。 

②性能优良、使用成本低的设备关键部件是 MOCVD 设备的重要评价指标。

测试结果显示国产化加热器系统在运行模式、电压纹波等技术指标上得到成功

验证，在转换效率方面优于国际主要竞争对手，对潜在合作客户具有重大吸引

力，证明该设备存在市场需求。 

综上，从测试结果来看，测试报告出具时，能证明公司设备存在市场需求。 

（6）新型 MOCVD 设备 

在资本化时点前，本项目测试报告出具，Alpha 机台试制成果摘录如下： 

类别 项目 

先进性技术水平

的技术规格

（MRS 要求） 

测试结果 

是否满足先

进性技术水

平 

背景掺杂浓度 
氮化镓背景载流子浓

度（归一化） 
<1 未测得 满足 

单层工艺结果 

氮化镓衬底内厚度均

匀性(1σ/ave) （归一

化） 
<1 0.72 满足 

氮化镓生长速率 

(um/hr) （归一化） 
>1 1.05 满足 

轻掺杂氮化镓迁移率 

(cm2/Vs) （归一化） 
>1 1.19 满足 

N 型氮化镓 

载流子密度 (cm-3) 

（归一化） 
>1 1.17 满足 

N 型氮化镓 
迁移率(cm2/Vs) （归

一化） 

>1 1.02 满足 

量子阱片内厚度

（A）（归一化） 
≤±1 ±1 满足 

量子阱波长控制 

(nm) （归一化） 
455+/-1 455.2 满足 

量子阱片与片波长均

匀性(nm) （归一

化） 

<1 0.83 满足 

外延工艺结果 亮度（归一化） >1 1.06-1.09 满足 

1）设备生产出的产品具有技术先进性和市场价值 

结合测试结果的分析如下： 

产品性能方面，验证获得外延工艺亮度达到客户亮度的 1（归一化），从测

试测结果看，外延工艺结果已接近客户实际生产的水平，可以证明外延生长产
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品具有技术先进性、具有市场价值。 

2）研发设备存在市场需求 

结合测试结果的分析如下： 

①蓝光 MOCVD 设备行业蓬勃发展，新型 MOCVD 设备用于大规模蓝光

LED 外延片生产，是半导体固态照明产业链中的最主要设备。公司研发的设备

工艺表现优良，气体递送系统、加热器系统、温度控制系统设计独特，较主要

竞争对手有一定的性能优势，且设备的运行成本低于行业内主要竞争对手，满

足客户的大规模生产需求。本研发项目开发的产品与产业发展深度融合，测试

结果显示设备的技术可行性得到成功验证，证明设备具有市场价值； 

②通过外延工艺的测试，验证获得外延工艺亮度达到客户亮度的 1.06-1.09

（归一化），测试结果显示该技术指标已与客户产品接近，对潜在合作客户具有

重大吸引力，证明设备存在市场需求。 

综上，从测试结果来看，测试报告出具时，能证明公司设备存在市场需求。 

（7）高端 MOCVD 设备 

在资本化时点前，本项目测试报告出具，Alpha 机台试制成果摘录如下： 

类别 项目 

先进性技术水

平的技术规格

（MRS 要求） 

测试结果 

是否满足

先进性技

术水平 

背景掺杂浓度 
氮化镓背景载流子浓

度（归一化） 
<1 0.96 满足 

单层工艺结果 

氮化镓衬底内厚度均

匀 性(1σ/ave) （归一

化） 
<1 0.7 满足 

氮 化 镓 生 长 速 率 

(um/hr) （归一化） 
>1 1.6 满足 

轻掺杂氮化镓迁移率 

(cm2/Vs) （归一化） 
>1 1.9 满足 

N 型氮化镓 

载 流 子 密 度 (cm-3) 

（归一化） 
>1 1.03 满足 

N 型氮化镓 

迁移率(cm2/Vs) （归

一化） 
>1 1.24 满足 

量子阱波长范围 (nm) 

（归一化） 
455+/-1 457.1 满足 
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量子阱片与片波长均

匀性(nm) （归一化） 
<1 0.83 满足 

外延工艺结果 亮度（归一化） >1 1.13 满足 

1）设备生产出的产品具有技术先进性和市场价值 

结合测试结果的分析如下： 

背景掺杂浓度、外延工艺结果等指标均符合市场需求规范（MRS）要求的

技术规格，说明腔体内杂质控制水平满足生产工艺要求、符合客户亮度的先进

性要求，客户使用成本低，证明生产的产品具有技术先进性、具有市场价值。 

2）研发设备存在市场需求 

结合测试结果的分析如下： 

①该研发设备用于蓝光 LED、功率器件等的外延片生产，是产业链中的最

主要设备。公司设备工艺表现优良，其气体递送系统、加热器系统表现稳定，

且在同类型机台中运行成本有一定的优势，可满足客户某些特定领域的需求

（如硅上氮化镓和功率器件）。本研发项目开发的产品与产业发展深度融合，测

试结果显示设备的技术可行性得到成功验证，证明设备具有市场价值； 

②测试所选定用来验证的工艺均具有代表性，是与拟进行客户端验证的潜

在客户协商的结果，也即是未来进行客户端验证大规模生产的工艺，通过特定

客户工艺测试，对潜在合作客户具有重大吸引力，设备存在市场需求。 

综上，从测试结果来看，测试报告出具时，能证明公司设备存在市场需求。 

3、结论意见 

综上，公司各资本化项目在取得“模拟生产线寿命测试”报告后，测试结果

显示技术指标符合市场需求规范（MRS）的要求，研发产品满足市场需求规范

（MRS）的要求： 

证明研发技术具有可行性，也证明了研发项目生产出的产品具有技术先进

性和市场价值、设备自身存在市场需求，产品已具备面向市场商业化的可行性。 
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二、研发项目的资本化时点是否符合“完成该无形资产以使其能够使用或出

售在技术上具有可行性”以及“能够证明运用在无形资产生产的产品存在市场或

无形资产自身存在市场”等会计准则的规定。 

（一）“模拟生产线寿命测试”报告的标志性意义 

1、标志性意义 

“模拟生产线寿命测试”成功，“模拟生产线寿命测试”报告的出具标志着： 

（1）技术指标符合市场需求规范（MRS）的要求技术规格，具有面向市场

进行商业化的可行性； 

（2）技术和设备达到一定成熟度，基本消除技术的不确定性，已形成可靠

的数据； 

（3）项目设定内容初步实现，有可销售性； 

（4）测试项目能符合客户对机台在生产线上稳定、重复、可靠运行的基本

预期，可进行客户端验证； 

（5）实现量产、转化为产品的概率大大提高。 

2、结合资本化条件进行分析 

结合资本化条件进行分析，“模拟生产线寿命测试”报告的出具同时意味着： 

（1）资本化条件的第一条：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术

上具有可行性； 

由于取得该报告标志着技术和设备达到一定成熟度，基本消除技术的不确

定性，已形成可靠的数据。 

据此可以认为，研发项目实现了技术突破，研发项目的技术可行性明确，

不存在技术上的障碍或其他不确定性。 

（2）资本化条件的第三条：无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明

运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在

内部使用的，应当证明其有用性； 

公司的技术研发流程在概念与可行性阶段和 Alpha 试制阶段就对市场需求
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和行业先进技术的紧密集合，在该研发项目生产的产品存在市场的情况下推进

研发，以结合市场需求、面向市场实现商业化、实现经济利益流入为目标。 

寿命测试成功后，“模拟生产线寿命测试”测试报告的出具意味着： 

（1）这个设备产品实现了项目设定的指标，关键的设计和技术得到验证；

各项技术指标也满足市场需求规范（MRS）的要求，不仅意味着技术可行性，

同时也代表着研发设备生产出的产品具有技术先进性和市场价值、设备自身存

在市场需求，产品已具备面向市场商业化的可行性，研发的无形资产产生经济

利益的方式得到明确； 

（2）技术可行性，研发产品实现了项目设定的指标，关键的设计和技术得

到验证，客户应用的需求得以验证，技术达到先进水平； 

（3）设定内容初步实现，有可销售性； 

（4）测试项目能符合客户对机台在生产线上稳定、重复、可靠运行的基本

预期，可进行客户端验证；实现量产、转化为产品的概率大大提高。 

综上可以认为，研发项目的产品具有商业化可行性，存在市场，无形资产

产生经济利益的方式得到明确。 

（二）结合资本化条件第一条、第三条的具体项目分析 

1、14-7 纳米 CCP 

在资本化时点前，项目测试报告出具，从报告的结果来看： 

①工艺稳定性、关键技术指标及部分客户工艺验证等指标均符合市场需求

规范（MRS）要求的技术规格，产品技术符合市场和客户需求，达到先进水平，

产品已具备面向市场商业化的可行性。 

②设备的主要功能满足设计要求，可靠性与稳定性得到验证； 

③通过对气体喷淋头的加工工艺优化、腔体组件材料的改变及工艺部件的

设计优化，微颗粒污染物及刻蚀速率在测试过程中表现稳定，金属污染等级等

关键技术也达成目标，满足生产线上稳定、重复、可靠运行的基本预期，具有

技术可行性和商业化的可行性，可进行客户端验证； 
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④测试过程中还对特定客户的部分工艺条件进行了验证，刻蚀形貌及关键

尺寸达到工艺要求，有健康的工艺窗口； 

所选定用来验证的工艺均具有代表性，对潜在客户有重大吸引力，具有技

术可行性和商业化的可行性，满足生产的基本预期。所选定用来验证的工艺均

具有代表性，是与拟进行客户端验证的潜在客户协商的结果，也即是客户端验

证大规模生产的工艺，通过特定客户工艺测试，对潜在合作客户具有重大吸引

力，商业化的可能性大大提高，具有技术可行性和商业化的可行性。 

同时，CCP 刻蚀机是公司自主研发的高端等离子刻蚀机，在国内外主要芯

片生产厂商有生产应用。随着技术的发展，对 14 纳米及以下的市场需求变得越

来越旺盛，并且本项目将形成公司自有的核心技术，可应用于现有主要销售产

品的工艺技术提高及升级。 

研发已取得模拟生产线寿命测试报告，意味着现有产品的升级在技术上已

经基本成熟，符合市场需求，具有面向该市场实现商业化可行性。 

另外，截至资本化时点，产品与某先进逻辑电路厂商有评估合作，对部分

工艺进行验证，“模拟生产线寿命测试”报告表明，机台已满足客户的工艺要求，

评估合作代表公司与该厂商有密切业务合作，一旦客户端验证成功，将给公司

带来销售。 

因此，测试完成和测试报告出具不仅表示技术实现突破，技术达到先进水

平；也意味着设定内容初步实现，有可销售性，研发项目能符合市场需求，有

商业化可行性。 

综上所述，在资本化时点，14-7 纳米 CCP 项目： 

①满足资本化条件的第一条：基本消除技术的不确定性，技术达到先进水

平，研发项目实现了技术突破，研发项目的技术可行性明确，不存在技术上的

障碍或其他不确定性。 

②满足资本化条件的第三条：各项指标均满足市场需求规范（MRS）要求

的技术规格，证明了研发项目生产出的产品具有技术先进性和市场价值、设备

自身存在市场需求，具体分析参见本题回复之“（二）设备生产出的产品是否具

有技术先进性和市场价值，设备自身是否存在市场需求”，无形资产产生经济利
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益的方式明确，运用该研发项目生产的产品存在市场。 

2、14-7 纳米 ICP 

在资本化时点前，项目测试报告出具，从测试的结果来看： 

①工艺稳定性、关键技术指标及部分客户工艺验证等指标均符合市场需求

规范（MRS）要求的技术规格，产品技术符合市场和客户需求，产品已具备面

向市场商业化的可行性。 

②技术可行性得到成功验证，如刻蚀速率稳定性、刻蚀均匀性的调节能力、

金属污染等级，并且证明了设备达到一定成熟度，从而验证了多区温控静电吸

盘、3D 低电容耦合线圈、氧化钇镀层等关键技术的设计可行性和技术性能，设

备已经成型，满足了符合市场需求规范（MRS）要求的技术规格，具有技术可

行性和商业化的可行性； 

③通过特定客户工艺测试，机台对特定工艺的刻蚀形貌的稳定性、刻蚀速

率及均匀性的重复性验证成功，能初步满足客户对机台在生产线上稳定、重复、

可靠运行的基本预期。所选定用来验证的工艺均具有代表性，是与拟进行客户

端验证的潜在客户协商的结果，也即是客户端验证大规模生产的工艺，通过特

定客户工艺测试，对潜在合作客户具有重大吸引力，商业化的可能性大大提高，

具有技术可行性和商业化的可行性。 

同时，ICP 刻蚀作为集成电路制造的重要部分，其市场份额不低于 CCP 刻

蚀，公司开发的 14-7 纳米 ICP 刻蚀机台在资本化时点前已取得模拟生产线寿命

测试报告，机台设计已成型；机台能满足特定客户的部分工艺规格，如刻蚀形

貌、刻蚀速率的稳定性、金属污染等符合客户预期，研发已取得模拟生产线寿

命测试报告，意味着产品在技术上已经基本成熟，符合市场需求，具有面向该

市场实现商业化可行性。另外，截至资本化时点，已有机台运往客户用于工艺

验证,该客户端验证将有示范作用，一旦验证成功将带来销售，为公司主要产品

之一。 

综上所述，14-7 纳米 ICP 项目： 

①满足资本化条件的第一条：基本消除技术的不确定性，技术达到先进水

平，研发项目实现了技术突破，研发项目的技术可行性明确，不存在技术上的
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障碍或其他不确定性。 

②满足资本化条件的第三条：各项指标均满足市场需求规范（MRS）要求

的技术规格，证明了研发项目生产出的产品具有技术先进性和市场价值、设备

自身存在市场需求，具体分析参见本题回复之“（二）设备生产出的产品是否具

有技术先进性和市场价值，设备自身是否存在市场需求”，无形资产产生经济利

益的方式明确，运用该研发项目生产的产品存在市场。 

3、高端 MEMS 

在资本化时点前，项目测试报告出具，从测试的结果来看： 

①工艺稳定性、关键技术指标及部分客户工艺验证等指标均符合市场需求

规范（MRS）要求的技术规格，产品技术符合市场和客户需求，产品已具备面

向市场商业化的可行性。 

②高端 MEMS 刻蚀机台能满足项目设定得到成功验证，设备达到一定技术

成熟度，基本消除了双区温控静电吸盘、双气体供给装置、高频脉冲偏压电源

等关键技术的不确定性，设备已经成型。 

在提出这些技术时均参考了客户需求及对客户产品的升级做出了合理的预

测，且参考了市场已有机型或者技术，这些关键技术本身是具有市场化属性的，

这些关键技术的验证成功表明，设备已经成型，且具有商业化的可行性； 

③通过特定客户工艺测试，实现了 BOSCH 工艺深度良好均匀性、侧壁形

貌无损伤、刻蚀深度良好的重复性等，基本能满足客户对机台在生产线上稳定、

重复、可靠运行的基本预期。所选定用来验证的工艺均具有代表性，是与拟进

行客户端验证的潜在客户协商的结果，也即是客户端验证大规模生产的工艺，

通过特定客户工艺测试，对潜在合作客户具有重大吸引力，商业化的可能性大

大提高，具有技术可行性和商业化的可行性。 

同时，本项目是已在销售产品 TSV 的升级，研发项目将形成公司自有的核

心技术，可应用于该现有产品工艺技术的提高及升级，已取得模拟生产线寿命

测试报告，意味着现有 TSV 产品的升级在技术上已经基本成熟，符合市场需求，

具有面向该市场实现商业化可行性。 
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另外，截至资本化时点，项目已有机台在客户端进行工艺及生产验证，一

旦在客户端验证成功，将带来销售；机台采用双反应台设计，较市场已有单反

应台设备成本有竞争优势，开发的 200 mm 双区温控静电吸盘、氧化钇镀层等

技术较市场同期其他厂商的 MEMS 机台有竞争优势，这些关键技术将帮助获得

市场份额。 

综上所述，高端 MEMS 项目： 

①满足资本化条件的第一条：基本消除技术的不确定性，技术达到先进水

平，研发项目实现了技术突破，研发项目的技术可行性明确，不存在技术上的

障碍或其他不确定性。 

②满足资本化条件的第三条：各项指标均满足市场需求规范（MRS）要求

的技术规格，证明了研发项目生产出的产品具有技术先进性和市场价值、设备

自身存在市场需求，具体分析参见本题回复之“（二）设备生产出的产品是否具

有技术先进性和市场价值，设备自身是否存在市场需求”，无形资产产生经济利

益的方式明确，运用该研发项目生产的产品存在市场。 

4、高温 MOCVD 设备 

在资本化时点前，项目测试报告出具，从测试的结果来看： 

①测量温度范围、准确度、重复精度、片数/炉等指标均符合市场需求规范

（MRS）要求的技术规格，产品技术符合市场和客户需求，产品已具备面向市

场商业化的可行性。 

②项目的技术可行性得到成功验证，如设备温度控制范围、AlN (002)晶向 

X-ray 半峰宽 （arcs）、AlN (102)晶向 X-ray 半峰宽 （arcs）均高于预设规格，

成功验证加热器系统、控温系统、气体递送系统的设计可行性和技术性能。 

同时，公司提出这些技术时均参考了客户需求及对客户产品的升级做出了

合理的预测，且参考了市场已有机型或者技术，这些关键技术本身是具有市场

化属性的技术，测试成功说明产品具有商业化的可行性； 

③通过 UVC LED 工艺测试，机台对于客户产品要求的可实现性和稳定性

得到成功验证，产出的 LED 波长达到 280nm，符合客户对 UV LED 用 MOCVD
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设备的预期。所选定用来验证的工艺均具有代表性，通常是与进行客户端验证

的潜在客户协商的结果，也即是客户端验证大规模生产的工艺，通过特定客户

工艺测试，对潜在合作客户具有重大吸引力，商业化的可能性大大提高，具有

技术可行性和商业化的可行性。 

④设备单层技术指标满足预定技术规格要求，设备已基本完成定型，可实

现稳定、重复的生产，有望拓展高速发展的 UV LED 用 MOCVD 设备市场，具

有技术可行性和商业化的可行性。 

同时，受 UVC 应用驱动，市场处于高速发展期，应用范围正在迅速扩大，

高温 MOCVD 设备用于 UV LED 外延片生产，是 UV LED 产业链中的最主要设

备，研发已取得模拟生产线寿命测试报告，意味着产品在技术上已经基本成熟，

符合市场需求，具有面向该市场实现商业化可行性；机台工艺单层工艺表现良

好，初步 UV 工艺结果良好，设备的气体递送系统、加热器系统的设计到了验

证，可稳定、可靠的实现生产，一旦在客户端获得验证通过，将在正处于高速

发展的市场中占据非常有利的市场位置，已与多家客户沟通技术要求和 DEMO

事宜。 

综上所述，高温 MOCVD 项目： 

①满足资本化条件的第一条：基本消除技术的不确定性，技术达到先进水

平，研发项目实现了技术突破，研发项目的技术可行性明确，不存在技术上的

障碍或其他不确定性。 

②满足资本化条件的第三条：各项指标均满足市场需求规范（MRS）要求

的技术规格，证明了研发项目生产出的产品具有技术先进性和市场价值、设备

自身存在市场需求，具体分析参见本题回复之“（二）设备生产出的产品是否具

有技术先进性和市场价值，设备自身是否存在市场需求”，无形资产产生经济利

益的方式明确，运用该研发项目生产的产品存在市场。 

5、国产化加热器系统 

在资本化时点前，项目测试报告出具，从测试的结果来看： 

①机械结构、控制方式、运行模式、电压纹波等指标均满足技术规格的要

求，该规格要求是市场需求规范（MRS）的要求，这证明产品已实现了项目设
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定的指标，各项技术指标已满足迎合市场需求，具备面向市场进行商业化的可

行性； 

②国产化加热器系统在运行模式、电压纹波等技术指标上得到成功验证，

在转换效率方面优于国际主要竞争对手，稳定性、可靠性得到验证。 

这些关键技术指标是符合市场进行商业化的要求，测试成功反应了产品具

有技术可行性和商业化的可行性； 

③符合客户对国产化加热器系统的基本预期，具有技术可行性和商业化的

可行性，设备已初步完成定型。 

同时，国产化加热器系统是 MOCVD 设备的重要组成部分，截至资本化时

点已装载在 MOCVD 设备上进行客户端验证，一旦验证通过将成为 MOCVD 设

备中有竞争优势的部件，改变现在高度依赖进口产品的市场局面，伴随

MOCVD 设备市场的高速发展，作为必要部件的加热器系统将随本公司的

MOCVD 设备一并获得批量运用，预期可以实现较好的销售。研发已取得模拟

生产线寿命测试报告，意味着产品在技术上已经基本成熟，符合市场需求，具

有面向该市场实现商业化可行性。 

综上所述，国产化加热器系统项目： 

①满足资本化条件的第一条：基本消除技术的不确定性，技术达到先进水

平，研发项目实现了技术突破，研发项目的技术可行性明确，不存在技术上的

障碍或其他不确定性。 

②满足资本化条件的第三条：各项指标均满足市场需求规范（MRS）要求

的技术规格，证明了研发项目生产出的产品具有技术先进性和市场价值、设备

自身存在市场需求，具体分析参见本题回复之“（二）设备生产出的产品是否具

有技术先进性和市场价值，设备自身是否存在市场需求”，无形资产产生经济利

益的方式明确，运用该研发项目生产的产品存在市场。 

6、新型 MOCVD 设备 

在资本化时点前，项目测试报告出具，从测试的结果来看： 

①背景掺杂浓度、单层工艺结果、外延工艺结果等指标均满足技术规格的
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要求，该规格要求是市场需求规范（MRS）的要求，这证明产品已实现了项目

设定的指标，各项技术指标已满足迎合市场需求，具备面向市场进行商业化的

可行性； 

②技术可行性测试成功，背景载流子浓度、量子阱片内波长控制和量子阱

片与片波长均匀性工艺结果都优于预定指标，具有技术可行性和商业化的可行

性； 

③加热器系统、控温系统、气体分配和递送系统的可行性和技术性能测试

成功，设备已经初步成型； 

④通过外延工艺的测试，外延工艺结果稳定性和重复性得到成功验证，测

试产品的技术指标已与客户产品接近； 

⑤主要指标符合客户对 MOCVD 设备的预期，产出率和生产成本较竞争对

手有竞争优势；所选定用来验证的工艺均具有代表性，是与拟进行客户端验证

的潜在客户协商的结果，也即是客户端验证大规模生产的工艺，通过该测试，

对潜在合作客户具有重大吸引力，商业化的可能性大大提高，具有技术可行性

和商业化的可行性。 

同时，新型 MOCVD 设备用于大规模蓝光 LED 外延片生产，是半导体固态

照明产业链中的最主要设备，公司研发的设备工艺表现优良，气体递送系统、

加热器系统、温度控制系统设计独特，较主要竞争对手有一定的性能优势，且

设备的运行成本低于行业内主要竞争对手，满足客户的大规模生产需求，研发

已取得模拟生产线寿命测试报告，意味着产品在技术上已经基本成熟，符合市

场需求，具有面向该市场实现商业化可行性。另外，截至资本化时点，产品下

游主要客户正积极扩产，且有采购意向，一旦验证成功，将突破国外公司的技

术垄断，带来大规模的销售，赢得大量市场份额。 

综上所述，新型 MOCVD 设备项目： 

①满足资本化条件的第一条：基本消除技术的不确定性，技术达到先进水

平，研发项目实现了技术突破，研发项目的技术可行性明确，不存在技术上的

障碍或其他不确定性。 

②满足资本化条件的第三条：各项指标均满足市场需求规范（MRS）要求
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的技术规格，证明了研发项目生产出的产品具有技术先进性和市场价值、设备

自身存在市场需求，具体分析参见本题回复之“（二）设备生产出的产品是否具

有技术先进性和市场价值，设备自身是否存在市场需求”，无形资产产生经济利

益的方式明确，运用该研发项目生产的产品存在市场。 

7、高端 MOCVD 设备 

在资本化时点前，项目测试报告出具，从测试的结果来看： 

①背景掺杂浓度、单层工艺结果、外延工艺结果等指标均满足技术规格的

要求，该规格要求是市场需求规范（MRS）的要求，这证明产品已实现了项目

设定的指标，各项技术指标已满足迎合市场需求，具备面向市场进行商业化的

可行性； 

②技术可行性测试成功，如背景载流子浓度、量子阱波长范围、片与片波

长均匀性达到预设规格，证明设备达到一定技术成熟度，并成功验证了加热器

系统、控温系统、气体递送和分配系统等关键技术的设计可行性和技术性能，

具有技术可行性和商业化的可行性； 

③通过外延工艺测试，成功完成用于客户生产的可实施性、稳定和重复性

的验证，满足客户对 MOCVD 设备的预期，设备设计已定型。 

所选定用来验证的工艺均具有代表性，是与拟进行客户端验证的潜在客户

协商的结果，也即是客户端验证大规模生产的工艺，通过特定客户工艺测试，

对潜在合作客户具有重大吸引力，商业化的可能性大大提高，具有技术可行性

和商业化的可行性。 

④各单层指标满足设计规格，外延工艺指标达到预设规格，客户仅需适当

的生产工艺调试便可将设备导入生产使用，实现稳定、可靠的产品制造，符合

客户对 MOCVD 设备的基本预期，具有技术可行性和商业化的可行性。 

同时，研发设备用于蓝光 LED、功率器件等的外延片生产，是产业链中的

最主要设备，公司设备工艺表现优良，其气体递送系统、加热器系统表现稳定，

且在同类型机台中运行成本有一定的优势，可满足客户某些特定领域的需求

（如硅上氮化镓和功率器件），研发已取得模拟生产线寿命测试报告，意味着产

品在技术上已经基本成熟，符合市场需求，具有面向该市场实现商业化可行性。
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另外，截至资本化时点，已有客户表示了试用和采购的意向，一旦通过客户端

测试，能起到示范作用，有望实现销售。 

综上所述，高端 MOCVD 设备项目： 

①满足资本化条件的第一条：基本消除技术的不确定性，技术达到先进水

平，研发项目实现了技术突破，研发项目的技术可行性明确，不存在技术上的

障碍或其他不确定性。 

②满足资本化条件的第三条：各项指标均满足市场需求规范（MRS）要求

的技术规格，证明了研发项目生产出的产品具有技术先进性和市场价值、设备

自身存在市场需求，具体分析参见本题回复之“（二）设备生产出的产品是否具

有技术先进性和市场价值，设备自身是否存在市场需求”，无形资产产生经济利

益的方式明确，运用该研发项目生产的产品存在市场。 

（三）结论分析 

截至资本化时点，公司各资本化项目均已取得“模拟生产线寿命测试”报告，

并且： 

①满足资本化条件的第一条：基本消除技术的不确定性，技术达到先进水

平，研发项目实现了技术突破，研发项目的技术可行性明确，不存在技术上的

障碍或其他不确定性。 

②满足资本化条件的第三条：各项指标均满足市场需求规范（MRS）要求

的技术规格，证明了研发项目生产出的产品具有技术先进性和市场价值、设备

自身存在市场需求，无形资产产生经济利益的方式明确，运用该研发项目生产

的产品存在市场。 

综上，各资本化项目的技术可行性明确，无形资产产生经济利益的方式明

确，运用该研发项目生产的产品存在市场，满足资本化条件的第一条和第三条，

符合相关会计准则的规定。 

请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 

（一）申报会计师的核查情况 

申报会计师执行了以下核查程序： 
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1、了解并测试了报告期内研究与开发管理相关内部控制流程； 

2、通过访谈研发部人员、获取研发项目相关资料（包括但不限于立项书、

测试报告、客户验证报告等），抽样核查各资本化项目的测试报告和市场需求规

范（MRS）的制定，了解市场实际生产出的样品的技术稳定情况，产品的技术

先进性和市场价值情况及设备的市场需求情况； 

3、通过访谈研发部人员、获取研发项目相关资料（包括但不限于立项书、

测试报告、客户验证报告等），复核研发项目资本化时点的技术可行性情况、经

济利益流入方式情况，分析管理层对此的判断是否准确。 

经核查，申报会计师认为： 

发行人上述说明与审计申报财务报表及问询回复过程中审核的会计资料及

了解的情况相一致，开发支出资本化会计处理符合企业会计准则的相关要求。 


